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Sposéb wytwarzania termistora cienkowarstwowego
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarza-
nia termistora cienkowarstwowego, znajdujgcego
zastosowanie w ukladach hybrydowych.

Znany z Scientific Instruments nr 8 z 1975 r.
sposdb wytwarzania termistora cienkowarstwo-
wego polega na wycieciu plytki szklanej o wy-
miarach 25)X12X1 mm, na ktoérej napyla sie w
prézni mieszanine tlenk6w, skladajacy sie z 50%
tlenku magnezu, 25% tlenku niklu i 25% tlenku
miedzi. Nastepnie nanosi sie¢ w znany sposéb styki.
Otrzymuje sie termistor cienkowarstwowy o ujem-
nym wspbiczynniku temperaturowym rezystanciji,
opornosei 0,01 do 1000 £ cm i statej materiatowe]
B = 1000 do 4000 K.

Wadg otrzymanego termistora jest to, Ze mozie
on byé stosowany tylko w temperaturze 20 do
60°C, a ponadto ma niski wspélczynnik tempera-
turowy rezystancji cs = 1,51%. °CL,

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania termistora, ktéry bedzie pracowat w za-
kresie temperatur od —190 do -+100°C.

Istota wynalazku polega na tym, ze podioze w
postaci monokrysztalu, wykonanego z tlenkbéw
grupy zelazowcoédw, korzystnie tlenku kobaltu lub
tlenku niklu, zawiesza sie w tyglu z tworzywa
o skladzie Li,O-5A1,0; i przykrywa od goéry
pokrywa wykonang z tego samego materialu co
tygiel. Tak przygotowany wsad umieszcza sie w
piecu, w atmosferze powietrza i wygrzewa sig
w temperaturze 1000—1300°C przez okres od 10 do
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24 godzin. Nastepnie po wylupaniu z krysztatu wy-
maganych elementéw nanosi sig w roéznych odste-
pach kilka stykéw.

Zalety sposobu, wedlug wynalazku, jest to, ze
w zalezno$ci od ilo$ei naniesionych stykéw i od-
leglosci miedzy nimi otrzymuje sie na jednym
elemencie kilka termistoréw o réznych paramet-
rach. Otrzymane termistory mogg pracowaé w za-
kresie temperatur od —190°C do -+100°C, a stala
materialowa ich wynosi: B _jg; 40 +259¢c = 250+
<400 K oraz By 4o 1990c = 2000—4000 K. Wsp6l-
czynnik temperaturowy rezystancji as = 2,75—
—45% °C™1 za$ opornoéé¢ ich wynosi R_jgpc =
= 18,9 M £ cm oraz Rin = 953 @ cm.

Sposdéb, wedlug wynalazku, polega na tym, ze
miesza si¢ atunu glinowo-amonowego oraz wegla-
nu litu w stosunku molowym 1:5, a nastepnie
prazy w temperaturze 1050°C. Z otrzymanego
zwigzku metodg prasowania formuje sig tygiel
oraz pokrywe na niego, a nastepnie spieka sie w
temperaturze okolo 1350°C przez 30 godzin. Otrzy-
many tygiel oraz pokrywa ma sklad chemiczny
Li»0-5A1,0;. Monokrysztal z tlenku kobaltu, otrzy-
many znang metodg Vemeuil’a lapie sig w plasz-
czyznie najgestszego upakowania na plytki o wy-
miarach 20X15X1 mm. Plytke tg zawiesza sie w
tyglu, przykrywa pokrywkg i umieszeza sie w piecu
w atmosferze powietrza i wygrzewa w tempera-
turze 1100°C przez okres 24 godzin. Otrzymanz
krysztaly lupie sie wzdluz plaszezyzny 100 na ele-
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menty o wymiarach 8)3X1 i nanosi sig znanymi
metodami cztery styki usytuowane w ré6znych od-
stepach. Uzyskuje sie w ten sposdéb na jednym
elemencie sze$¢ termistoréw.
Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania termistora cienkowarstwo-
wego polegajacy na wytworzeniu krysztaiu, wytu-
paniu w plaszezyinie 100 elementédw, na ktére
nanosi sie styki, znamienny tym, Ze podiloie w
postaci monokrysztalu, wykonanegoe =z tlenkéw
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grupy zelazowcoéw, korzystnie tlenku kobaltu lub
tlenku niklu, zawiesza sig w tyglu z tworzywa
o skladzie Li0-5A1,0; i przykrywa od géry
pckrywg wykonang z tego samego maieriatu co
tygiel, przy czym przygotowany wsad umieszcza
sie w piecu w atmosferze powietrza i wygrzewa
w temperaturze 1000—1200°C przez okres od 19
do 24 godzin, a nastepnie po wylupaniu z krysztalu
wymaganych elementéw nanosi sie w réznych od-

¢ Stepach kilka stykéw.
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